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सार 

22-nm प्रौद्योगिकी नोड से परे CMOS से्कग िंि  ेने के ग ए मल्टीप  िेट-FET आगकि टेक्चर 

मुख्यधारा के गडवाइसेस के रूप में उभरा हैं।  ेगकन 10-nm नोड से नीचे, अगनवार्ि रूप से गवगभन्न 

से्कग िंि मुदे्द हैं, जो इन गडवाइसेस के उपर्ोि में बाधा उत्पन्न करते हैं। थीगसस ने इनमें से कुछ 

से्कग िंि मुद्दोिं और इसे सिंभा ने के ग ए प्रस्तागवत समाधानोिं पर प्रकाश डा ा हैं। इस थीगसस में 

प्रसु्तत गसमु ेशन कार्ि सेंटोरस TCAD पर्ािवरण में गकर्ा िर्ा है, और सभी  क्षण वणिन कार्ि 

कैसे्कड माइक्रोटेक मैनुअ  जािंच से्टशन और कीसाइट बी 1500 पैरामीटर गवशे्लषक का उपर्ोि 

करके गकर्ा िर्ा है। सै्टक्ड NWFET आगकि टेक्चर में, स्थान गनभिर nanowire गवद्रु्त धारा सिंपूणि 

गवद्रु्त धारा में गिरावट  ाता है और र्ह एक गवश्वसनीर्ता गचिंता का गवषर् है। थीगसस में गडवाइस 

के अन्य प्रदशिन मापदिंडोिं को नीचा गकए गबना इस मुदे्द का समाधान शागम  है। इसके अ ावा, 

NWFET आगकि टेक्चर के तीन मोड अथाित् इन्वसिन मोड (IM), जिंक्शन ेस मोड (JL), और 

जिंक्शन ेस अकु्यमु ेशन  मोड (JLAM) NWFET के ग ए स्थान गनभिर डर ेन गवद्रु्त धारा की तु ना 

की िर्ी  है। माप सेट अप के उपर्ोि के साथ, गवगभन्न प्रकार के FinFET सिंरचनाओिं के  क्षण 

वणिन अथाित् Si-बल्क FinFET, Si-SOI FinFET और SiGe-SOI FinFET का प्रदशिन गकर्ा िर्ा 

है। िेट पे्रररत डर ेन  ीकेज (GIDL) गवद्रु्त धारा, जो गक  ोअर टेक्नो ॉजी नोड्स में  ीकेज गवद्रु्त 

धारा का प्रमुख स्रोत है, गवगभन्न प्रकार के FinFET सिंरचनाओिं पर तु ना की जाती है। साथ ही, 

GIDL गवद्रु्त धारा को कम करने के ग ए एक नई गडवाइस आगकि टेक्चर प्रस्तागवत है। 

छोटे nanowire आर्ामोिं के कारण, NWFET प्रगक्रर्ा-पे्रररत स्थानीर् गवगवधताओिं के प्रभाव की 

चपेट में हैं, जैसे गक  ाइन एज रफनेस (LER) और रन्डॉम  डोपेंट फ्लकु्चएशन (RDF)। थीगसस 

NWFET आगकि टेक्चर के गवगभन्न मोड पर IM, अकु्यमु ेशन मोड (AM) और JL मोड पर 

पररवतिनशी ता गवशे्लषण प्रसु्तत करता है। JL, IM, और AM NWFETs में LER- पे्रररत बेमे  के 

गवशे्लषण के ग ए एक 3-D अधि-परमाणु LER मॉड  का उपर्ोि गकर्ा िर्ा है। 3-D LER के 

प्रभाव की तु ना 2-D LER से भी की िर्ी है। इसके अ ावा, एक और उभरती हुई गसमु ेशन 

पद्धगत गजसे सािंख्यख्यकीर् इम्पीडेन्स फील्ड गवगध के रूप में जाना जाता है, का उपर्ोि NWFETs 

के तीन स्वादोिं पर RDF के प्रभाव का गवशे्लषण करने के ग ए गकर्ा िर्ा है। 
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